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(57) Abstract: Tandem photovoltaic structure (100) comprising, from the rear
face to the front face: - a first solar cell (110) with a silicon heterojunction, a first
layer which has a first conductivity type and is made from amorphous silicon and
a substrate (112) of doped crystalline silicon which is arranged between two lay-
ers of intrinsic amorphous silicon (113, 114), - a recombination zone comprising
a layer of nano-crystalline or mono-crystalline silicon of the second conductivity
type, - a second solar cell (130) comprising an active layer (131) made from a
perovskite material and a second layer of a second conductivity type, the recom-
bination zone further comprising a layer of the first conductivity type in contact
with the active layer of the second cell or a layer of nano-crystalline or mono-
crystalline silicon of the first conductivity type in contact with the active layer of
the second solar cell.

(57) Abrégé : Structure photovoltaique tandem (100) comprenant depuis la face
arriere vers la face avant : - une premicre cellule solaire (110) a hétérojonc-
tion de silicium : une premiere couche d'un premier type de conductivité en sili-
cium amorphe et un substrat de silicium cristallin dopé (112) dispos¢ entre deux
couches de silicium amorphe intrinséque (113, 114), - une zone de recombinai-
son comprenant une couche de silicium nano- ou micro-cristallin du deuxi¢me
type de conductivité, - une deuxie¢me cellule solaire (130) comprenant une couche
active (131) en un matériau pérovskite et une deuxiéme couche d'un deuxieme
type de conductivité. la zone de recombinaison comprenant en outre une couche
du premier type de conductivité en contact avec la couche active de la deuxieme
cellule ou une couche de silicium nano- ou micro-cristallin du premier type de
conductivité en contact avec la couche active de la deuxi¢me cellule solaire.
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